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 論文審査の結果の要旨
 シリコン中の原子空孔型格子欠陥は,電子スピン共鳴法,光吸収,DLTS等を用いて調べられ
 てきた。これらの手法は,欠陥の電子状態の研究には適しているが,欠陥が原子空孔型であるこ
 とを直接示すものではない。本研究で取り上げた陽電子消滅法は,原子空孔型欠陥のみを検出す
 る優れた特性を持っている。陽電子は,原子空孔型格子欠陥にトラップされ,そこに居る電子と
 対消滅する。実験的に得られるものは,陽電子捕獲率と,陽電子寿命である。前者は,欠陥の数
 および,個々の欠陥による捕獲率との積であり,後者は,・欠陥位置における電子密度に関係する
 ものである。
 本研究では,各種の原子をドープしてフェルミ準位を制御したシリコンに電子線を照射するこ
 とにより原子空孔型格子欠陥を作り,陽電子消滅実験を行った。アニール温度や測定温度による
 変化を見ることによって原子空孔型欠陥の性質を明らかにした。
 まず,陽電子の捕獲率が複原子空孔(V、)の荷電状態に強く依存することを見出した。荷電
 が負である程捕獲率は高いが,これは,陽電子がクーロンカによって引かれることを考えれば当
 然と言える。また,Vl一およびV五の捕獲率の温度変化が100～300Kの間ではT-2■2に比例する
 ことを見出した。中性のVlの場合には,クーロンカが働かず,陽電子捕獲率は温度変化しない
 と考えられていたが,これが30Kに山を持つ温度変化をすることを見出した。次にアニール温
 度による変化から,温度を上げるに従って,複原子空孔が合体し,更に大きな原子空孔集合体が
 形成されることを見出した。
 塑性変形を与えた試料の陽電子捕獲率の転位密度およびアニール温度依存性から転位に関係し
 ていると、思われる欠陥による陽電子捕獲が見出された。この欠陥は,バンドギャップ中に電子エ
 ネルギー準位を持つことが結論された。また,陽電子捕獲率の温度依存性が,50～300KでT一!
 に比例し,複原子空孔の場合とは異なることを見出した。この差異は,欠陥の空間次元性の違い
 から来ると考えられている。
 以上の如く,本研究は,陽電子消滅の手法を駆使してシリコン中の原子空孔型欠陥および塑性
 変形に伴う欠陥について,その熱的挙動および陽電子との相互作用の性質を明らかにした。これ
 らの知見は,今後,この方面の研究に資するところ大である。これらの結果は,河裾厚男が自立
 して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有することを示している。よって河裾厚男
 提出の論文は博士(理学)の学位論文として合格と認める。
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